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Light-emitting diode for optoelectronic length or angle 
measurement - has diode supported by conductive carrier and 
enclosed by opaque material for preventing stray li&ht 
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The light-emitting diode has an electrically conductive carrier (1) 
supporting the diode (7) and acting as one of its terminal contacts. 
The other is provided by an innulated contact pin (9) fitted through 
the carrier an connected to the diode via a lead (8) on the upper side 
of the carrier (1). The latter extends beyond the diode (7) on all sides 
and supports a transparent cover (13) enclosing the diode (7). 

The diode is inserted in a sealing (5) provided in the. surface of the 
carrier (1) with a free space on all sides of it. This is filled with an 
opaque material, e.g. a resin mass (12). The sides of the seating 
pref. taper outwards from the base (6). 

ADVANTAGE - Reduces stray light output to sides. (4pp 
Dwg.No.1/1) 
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© Bei einer insbesondere fur die Verwendung in 
Abtasteinheiten von Langen- und Winkelmeflgeraten 
mit optoelektronischer Abtastung bestimmten 
Leuchtdiode (7), die mit ihrer Unterseite auf einem 
den einen Anschluflkontakt der Diode bildenden 
elektrisch leitenden Trager (1) sitzt und von deren 
Oberseite die zweite Zuleitung (8) ausgeht, sind Ein- 
richtungen vorzusehen, die eine Abstrahlung von 
Streulicht von den Seitenflachen der Leuchtdiode (7) 
in der Hauptabstrahlrichtung verhindern. Um dies 
ohne wesentliche Vergro/terung des baulichen Auf* 
wandes und der Hersteltungskosten zu ermcglichen, 
ist die Leuchtdiode (7) unter Einhaltung eines seitli- 
chen Spieies zur Ganze in eine Vertiefung des Tra- 
gers (1) versenkt und der Freiraum der Vertiefung 
(5) ist mit einer lichtundurchlassigen. isoiierenden 


Verguflmasse (12) ausgefullt. 
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Die Erfindung betrifft eine Leuchtdiode, die ins- 
besondere. aber nicht ausschliefllich fur die Ver- 
wendung in Abtasteinheiten von Langen- und Win- 
kelmeflgeraten mit optoelektronischer Abtastung 
bestimmt ist. bei denen die Leuchtdiode einen ein 5 
Abtastsignal erzeugenden photoelektrischen Emp- 
fanger Liber eine Me/Jteilung und ein Abtastgitter 
beleuchtet. wobei die Leuchtdiode mit ihrer Unter- 
seite auf einem elektnsch leitenden Trager sitzt, 
der in der Draufsicht gesehen im gesamten Um- jo 
fangsbereich uber die Diode vorragt und zugleich 
als Trager fur eine durchsichtige Abdeckung die- 
nen kann, sowie den einen Anschluflkontakt der 
Diode bildet. von der Oberseite der Diode die zwei- 
te Zuteitung ausgeht und lichtabsorbierende bzw. /s 
•undurchlassige Abdeckungen vorgesehen sind, 
die eme Abstrahlung von Streulicht in der Hauptab- 
strahlrichtung der Leuchtdiode verhindern. 

Eine Leichtdiode dieser Art ist aus der EP-B1-0 
147 514 bekannt. 20 

Bei Langen- und Winkelmeflgeraten mit opto- 
elektronischer Abtastung wird das von der Leucht- 
diode ausgehende Licht durch die relativ zum Ma/3- 
stab verstellte Gitterteilung des Abtastgitters und 
die Maflstabteilung moduliert und erzeugt am pho- 25 
toelektrischen Empfanger ein entsprechend modu- 
liertes periodisches Signal, das zu Meflsignalen 
weiterverarbeitet werden kann. Der Modulations- 
grad und die Form der erhaltenen Signate wird 
durch Streulicht von den Seitenflachen der Leucht- 30 
diode nachteiiig beeinfluflt. Es sotlen daher Ma/3- 
nahmen gesetzt werden, um zu verhindern, da/3 
dieses Streulicht zum photoefektrischen Empfanger 
gelangt. 

Es ist bekannt. der Leuchtdiode Kollimatorlin- 35 
sen und Lochblenden zur Abschirmung von Streu- 
licht nachzuordnen, doch stelien diese Lochblen- 
den zusatzlich anzubringende und zu justierende 
Bauteile dar. die uberdies die gesamte Lichtaus- 
beute und damit die Amplitude der erzeugten Me/3- *o 
signale herabsetzen. 

Aus der EP-B1-0 147 514 ist es bekannt, den 
Trager der Leuchtdiode mit einer lichtabsorbieren- 
den Oberflachenbeschichtung zu versehen Oder 
die Trageroberflache nach dem Anbringen der 45 
Leuchtdiode im Umgebungsbereich dieser Diode 
entsprechend zu beschichten. Wird die Diode auf 
einen beschichteten Trager aufgesetzt, so mu/3 die 
Oberflachenbeschichtung elektrisch leitend sein. 
Die nachtragliche Anbringung einer die ganze in so 
„ Abstrahlrichtung der Diode weisende Flache des 
Tragers bedeckenden Besehichtung ist umstand- 
lich. wobei zu bedenken ist. da/3 haufig an dieser 
Besehichtung noch ein auch die Diode umschlie- 
/3ender, meist kugeliger Abdeckkorper aus durch- 


•sichtigem Kunststoff angebracht werden mu/3. 
Schlie/llich wird noch vorgeschlagen. fur Luminis- 
zenzdioden einen Trager zu verwenden, der in der 
Projektion der Abstrahlrichtung gesehen nur gleich 
gro/3 oder kleiner als die Diode ist. welche Ausbil- 
dung nur in Sonderfallen realisierbar ist. 

Aus der DE-C 25 54 398 ist es bekannt. zur 
Erzielung einer engen Packungsdichte Leuchtdio- 
den auf einer Platine anzubringen und zum Kon- 
taktanschlu/3 der Diodenoberseite in Blechstretfen 
Fenster fur die Leuchtdioden vorzusehen. Die Dio- 
den sel^st werden in eine Vertiefung des aus iso- 
lierendem Kunststoff bestehenden Platinenkdrpers 
eingelegt, vor dem Einlegen durch Galvanisierung 
mit einer Metallschicht versehen und mit dem obe- 
ren Anschlu/3kontakt durch Lotung verbunden. wo- 
bei eine gebildete Nut das Lotmatenal teilweise 
aufnimmt. Es wird zwar eine Lichtabstrahlung von 
den Seitenflachen der Leuchtdioden verhindert. 
doch kommt es zu Reflexionen an den sich biiden- 
den wulstformigen Lotbrucken, deren Form variie- 
ren kann, so da/3 weiterhin keine gerichtete Lichtab- 
strahlung stattfindet. Die Anbringung einer Abdek- 
kung ist hier unmoglich. 

Aus der US-A-4 375 606 ist es bekannt. 
Leuchtdiodenelemente mit allseitigem Umfangsab- 
stand in einem Reflektorbecher anzuordnen. um 
die Lichtausbeute zu verbessern. Hier wird vorwie- 
gend das von den Seitenflachen der Leuchtdioden 
kommende Licht. dessen Abstrahlrichtung nicht 
emdeutig definiert ist. ausgenutzt. 

Zur Erzeugung sehr feiner Lichtpunkte in en- 
gem Raster ist es aus der DE-C-26 41 540 be- 
kannt. die Leuchtdioden in Kunststoff einzubetten. 
aus dem nur eine Seitenflache jedes Elementes 
hervorragt. wobei die mit den beiden Hauptseiten 
der Diodeneiemente verbundenen Anschlu/Jkontak- 
te in den Kunststoff eingebettet sind. 

Aus der DE-A-31 17 571 ist eine Abdeckkappe 
fur Leuchtdioden bekannt. wobei die Leuchtdioden 
m Reflektorbechern mit allseitigem Abstand ange- 
bracht werden. Die Abdeck kappe enthalt Fullmate- 
rial verschiedener Zusammensetzung, um die 
Streueigenschaft und die Fiitercharakteristik fur das 
von der Leuchtdiode ausgesandte Licht vanieren zu 
konnen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer 
Leuchtdiode der eingangs genannten Art. bei der 
das Problem der Verhinderung der Abstrahlung von 
Streulicht in der Hauptabstrahlrichtung mit einfa- 
chen Mitteln und ohne wesentliche Erhohung des 
Gesamthersteltungsaufwandes der Diode und ihrer 
Trageinrichtung gelost ist, wobei insbesondere die 
Notwendigkeit der Anbringung gesonderter Ober- 
flachenbeschichtungen am Trager Oder die Ver- 
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